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Liste der verwendeten Abkürzungen

A
ao
AC
Al
AlAs
AIGaAs
As
ASQa
Asj
Au
C
°C
CaIAs

Cdcd

Cdcs
Cgd

Cgs
ClT-GuAs

Cld

Crlz
D
DC

Effektiver Kanalquerschnitt
Ampere
Metallurgischer Kanalquerschnitt
Wechselstrom
Aluminium
Aluminium-Arsenid
Aluminium-Gallium-Arsenid
Arsen
Arsen-Antisitedefekt
Arsen auf einem Zwischengitterplatz
Gold
Kapazität
Grad Celsius
Kapazität der AlAs-Diffusionsbarriere
Kapazität des Dielektrikums zwischen Gate und Drain
Kapazität des Dielektrikums zwischen Gate und Source
Gate-Drain- Kapazität
Gate-Source-Kapazität
Kapazität der LT-GaAs-Oberflächenschicht
Kapazität des verlustbehafteten Dielektrikums
Kapazität der Raumladungszone im FET
Elektrische Verschiebungsdichte
Gleichstrom
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